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      Аннотация

    
        
          В данной работе представлены результаты исследования оптических свойств полупроводниковых гетероструктур InGaAs/InGaAlAs с квантовыми ямами InGaAs, выращенных на подложке InP, в оптическом диапазоне 1.55 мкм. Представлены результаты исследования влияния примесей на зависимости интегральной фотолюминесценции и ширину спектра от плотности мощности возбуждения. Получены и подвергнуты анализу зависимости интегральной интенсивности фотолюминесценции и ширины спектра от температуры. Обнаружено, что с понижением температуры в спектрах фотолюминесценции у некоторых структур проявляется второй пик.
        

        
          In this work we present the results of studying the optical properties of InGaAs/InGaAlAs semiconductor heterostructures with InGaAs quantum wells grown on an InP substrate in the optical range of 1.55 μm. The results of the influence of impurities on the dependences of the integrated photoluminescence and width of the spectrum on the excitation power density are presented. The dependences of the integrated photoluminescence intensity and width of the spectrum on temperature were obtained and analyzed. It is observed that lowering of the temperature results in a second peak in photoluminescence spectrum for some structures.
        

    

  

  
    
      Права на использование объекта хранения

    

		
      Место доступа
    		
      Группа пользователей
    		
      Действие
    	
	
              	
        Локальная сеть ИБК СПбПУ
      		
        Все
      		
          [image: Прочитать]
                  [image: Печать]
                  [image: Загрузить]
      	
      
	
              	
        Интернет
      		
        Авторизованные пользователи СПбПУ
      		
          [image: Прочитать]
                  [image: Печать]
                  [image: Загрузить]
      	
      
	
          [image: ->]
              	
        Интернет
      		
        Анонимные пользователи
      		
                      	
      


    

  

  
    Статистика использования

    
        
          	
                
                  [image: stat]
              	
                Количество обращений: 55
                

                За последние 30 дней: 0
                

                
                  Подробная статистика
                
              


        

    

  


    

  
        
      
        		
              

	Расширенный поиск
	Атрибутный поиск
	Контакты
	Информационно-библиотечный комплекс



              	Последние поступления
	Самые популярные ресурсы


            	
              
    © СПбПУ, 2000-2023



    Сайт и управление доступом на базе АБИС 
    
    «Руслан-Нео»
    (© ООО «ОБС»)



            	
			


      

    
  

  

[image: ]





